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近年、ディスプレイデバイスの分野では、液晶ディスプレイ及びプラズマディスプレイ、

有機ELディスプレイなどフラットディスプレイがブラウン管に変るディスプレイとして急

速に普及している。これらフラットタイプのディスプレイには共通して酸化物透明導電膜が

透明電極として用いられている。現在、広く用いられている透明導電膜のほとんどはインジ

ウム・スズ酸化物(ITO)系透明導電膜であるが、インジウムが希少金属であることから安定

供給に懸念がある。近年、ITOに変る透明電極材料として資源が豊富で人体にも無害な酸化

亜鉛(Zn○)系酸化物が注目されている。本研究では、高品質な薄膜が得られるパルスレーザ

ー堆積法(PLD法)を用いて、ＡＺＯ(AI203を添加したZnＯ)とＧＺＯ(Ga203を添加したZn○)透明導

電膜を低温(200℃以下)にて成膜を行なった。

ターゲットにAZOを用い、基板温度200℃下でNd:YAGレーザーの波長を532,,,355,,

266,ｍとして成膜を行った。266,ｍ以外の場合には、ドロップレットの痕跡が確認され、波長

が短くなるにつれて密に詰まった構造となっていることがわかった。ＴＥＭ観察より、波長が

長い場合格子欠陥が多数存在し、波長が短くなるに従って格子欠陥が減少し結晶`性の良い膜

となっていることがわかった。

レーザー光源の波長が短波長になるにつれて結晶構造が顕著に改善されることが分かった

ため、波長l93nmのArFエキシマレーザーを用いて成膜を行った。基板温度を室温とし、ター

ゲットにAZOを用いて成膜を行った場合、膜厚が407,ｍのとき最小抵抗率ｐ＝３．１６×lO-4Q.

cｍ(ホール移動度,ｕ＝19.9cm2/Ｖ･s，キャリア密度､＝9.95×1020cm~3)を得た。また、ＧＺＯをタ

ーゲットに用いた場合、416,ｍのとき最小抵抗率ｐ＝２．８９×lO-4Q．cｍ(ホール移動度ノリ＝

１５．９cm2/Ｖ･s，キャリア密度､＝1.36×lO2Icm-3)を得た。通常、透明導電膜は高い基板温度で

の成膜や熱処理を施すことにより低抵抗化を実現しているが、基板温度を室温としても膜中

の酸素量を制御することでそれに近い抵抗率が得られることがわかった。

ArFエキシマレーザーを用いて成膜する際に発生するプラズマプルームの挙動を調べた結

果、プルームの中心付近で成膜を行うことで基板と透明導電膜の界面部分で格子の乱れが極

めて少ない膜を成膜できることがわかった。

以上が本研究で得られた成果である。（詳細については、電気学会論文誌Ｃの2006年１１月号

Vol・'26,ppl268-l273に掲載済み）

尚、本研究の一部は大阪産業大学産業研究所平成17年度分野別研究により行った。
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